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透過EBSD（Transmission-EBSD）法

TEM用薄膜試料を使用して高分解能のEBSD測定が可能です。

透過EBSD法による微細結晶方位解析

Cat.No 3S3J-155-00-131227

● 原理

薄膜試料を用い、試料を透過した電子線からEBSDパターンを得る
ことにより、パターンの発生領域が従来のEBSD法と比べて非常に
小さく なります。これにより、従来のEBSD法よりも高分解能の
EBSD測定を行うことが可能となります。

● 利点

TEM観察用薄膜試料製作方法として一般的な電解研磨加工だけで
なく、FIB（Focused Ion Beam）加工で得られた薄膜試料も利用可能
です。TEMでは電子回折図形を1点ずつ採取して結晶方位を解析
しますが、透過EBSD法を用いることで、薄膜全体の結晶方位分布
を容易に得ることができます。また、相分布、KAM値などの解析も
高分解能で可能です。

● 応用例

・ 鉄鋼材料中の組織、析出物の観察

・ LSI内配線の結晶方位解析

・ リチウムイオン二次電池の正極活物質の結晶方位解析

透過法による高分解能EBSD測定

● 微細構造を有する鉄鋼材料の測定事例

電解研磨法により作製した薄膜試料を透過EBSD法により測定し、従来のEBSD法と比較しました。 透過EBSD法のImage 
Quality図では結晶粒界が細く、高分解能で測定ができていることがわかります。 結晶方位分布図においても微細な結晶
まで鮮明に観察可能です。

従来EBSD法、透過EBSD法 比較

(a) 従来EBSD法 Image Quality図 (c) 透過EBSD法 結晶方位分布図
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(b) 透過EBSD法 Image Quality図 α-Fe
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* EBSD ： Electron Backscatter Diffraction, 電子後方散乱回折




